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【序】 

 大口径バルクGaN結晶の量産化が可能な手法としてアモノサーマル法が挙げられる。アモノサ

ーマル法は超臨界アンモニアを溶媒とした結晶育成法であり、人工水晶の製造技術である水熱合

成法と類似した手法である。我々は、ハロゲン化アンモニウムを鉱化剤とした酸性アモノサーマ

ル法によるGaN結晶育成に取り組んできた。これまでに、ヨウ素系鉱化剤を用いることにより、

Ga極性面側で100 μm/dayを超える高速育成に成功した1。また、鉱化剤気相合成法2、金属Gaの原

料化3などの高純度化技術開発により、アモノサーマル育成GaNが基板として使用できることを見

出した4, 5。成長速度や結晶品質などが鉱化剤の種類に対して強い依存性を有しており、鉱化剤の

影響について検討することが非常に重要である。本研究では、鉱化剤の種類が成長速度や結晶品質

に及ぼす影響などについて報告する。 

【結果と考察】 

 鉱化剤は中間媒体としてGa種を溶媒アンモニアに溶解させる重要な役割を担っており、鉱化剤

によって形成する錯体の違いなどが成長速度や結晶品質に

大きく影響する。従来のアモノサーマル法ではc面に優先的

に結晶成長が進んだが1、c面を大口径化するためには、m面

を優先成長させる手法が極めて重要である。我々は、鉱化剤、

温度、圧力などを最適化することにより結晶成長方位の制御

が可能であるという新規な知見を見い出した。図1は自発核

生成結晶を種として育成したブール結晶であり、c, m面の均

質多面成長によるバルク結晶を得られた。また、育成条件を

最適化することにより、m軸方向で300 μm/dayを超える高速育成に成功した。 

 

図 1 自発種結晶の多面成長 
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